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Przedmiotem wynalazku jest uklad elektryczny
tranzystorowego rezonansowego wzmacniacza selek-
tywnego, zawierajgcego co najmniej jeden stopien
rezonansowy z obwodem rezonansowym LC w ob-
wodzie kolektora tego stopnia.

Znany jest uklad tranzystorowego rezonansowego
wzmacniacza selektywnego, w ktérym elementem
sprzegajagcym wyjScie jednego stopnia wzmacnia-
cza rezonansowego z wejSciem nastepnego stopnia
tranzystorowego wzmacniacza jest transformator
dopasowujacy malg oporno§¢ wejsciowa ~stcpnia
tranzystorowego do duzej oporno$ci wyjsciowe]j
stopnia rezonansowego.

Wada znanego ukladu jest to, ze transformator
sprzegajacy obniza poziom napiecia sygnalu, co
zmusza konstruktoréw do stosowania dodatkowego
stopnia wzmacniacza, w celu uzyskania zalozonego
wzmocnienia.

Wynikiem tego jest zwiekszenie znieksztalcen nie-
liniowych i fazowych, wprowadzanych przez ten
stopienn. Poziom znieksztalcen nieliniowych wzmac-
nianego sygnalu jest dodatkowo powiekszony nie-
liniowo$cig charakterystyki magnesowania zelazne-
g0 rdzenia transformatora. Ponadto przetransfor-
mowanie sygnalu pogarsza stosunek poziomu sygna-
tu uzytecznego do poziomu szumoéw na wejSciu na-
stepnego stopnia wzmacniacza. Dodatkowg wadg
znanego ukiadu jest niemozliwo§é wiernego prze-
transformowania sygnalu w przypadku stosowania
we wzmacniaczu rezonansowym obwodu pasmowe-
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go o specjalnie uksztaltowanej
przenoszenia.

Celem wynalazku jest usuniecie wad dotychczas
stosowanego wzmacniacza poprzez zastosowanie
ukladu elekirycznego, pozwalajgcego na sprzezenie
miedzystopniowe bez zwiekszenia znieksztalcenn nie-
liniowych i fazowych, bez zwiekszenia poziomu
szuméw oraz bez znieksztalcenia charakterystyki
przenoszenia wzmacniacza.

charakterystyce

Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie ukla-
du elektrycznego tranzystorowego rezonansowego
wzmacniacza selektywnego, zlozonego z co najmniej
jednego stopnia z obwodem rezonansowym LC, w
ktérym kolektor tranzystora pracujgcego w stopniu
rezonansowym jest polgczony z wej$ciem nastep-
nego stopnia wzmacniacza za posrednictwem wtor-
nika emiterowego. Baza tranzystora tego wtoérnika
jest polaczona z kolektorem tego rezonansowego
stopnia poprzez réwnolegly uklad RC. Emiter tran-
zystora wtérnika jest polgczony z niskoomowym
wejSciem nastepnego stopnia wzmacniacza. W opi-
sanym uktladzie polgczen réwnolegly uklad RC spel-
nia dwojaka funkcje: opornik ustala punkt pracy
tranzystora wtérnika emiterowego, a kondensator
przenosi wzmacniany sygnal w szerokim pasmie
czgstotliwo$ci z duzg wierno$cig ksztaltu charakte-
rystyki przenoszenia wzmacniacza rezonansowego.
Wtérnik emiterowy speinia role transformatora

,opornosci, ktéry przenosi sygnal bez tlumienia na-

s0 Dpieciowego i znieksztalcen nieliniowych.
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Uklad rezonansowego wzmacniacza wedlug wy-
nalazku umozliwia wzmacnianie sygnalu bez wpro-
wadzania dodatkowych znieksztalcen nieliniowych
i fazowych, przy zachowaniu niezmienionego pozio-
mu szuméw oraz ksztaltu charakterystyki przeno-
szenia wzmacniacza.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w
przykladzie jego praktycznego wykonania na ry-
sunku przedstawiajgcym schemat ideowy wzmac-
niacza. Stopiei rezonansowy wzmacniacza 1 jest
polgczony z nastepnym stopniem 2 przez uklad
sprzegajacy 3. Kolektor tranzystora T; pracuja-
cego w stopniu rezonansowym 1 jest polgczony
z wejSciem nastepnego stopnia wzmacniacza 2 za
podrednictwem ukladu sprzegajgcego 3, zlozonego
z wtérnika emiterowego zbudowanego na tranzys-
torze T3 oraz réwnoleglego obwodu RC. Baza tran-
zystora T3 jest polaczona z kolekiorem tranzystora
T: poprzez réwnolegly uklad RC. Emiter tranzys-
tora T3 jest polaczony z bazg tranzystora Ta.
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Zastrzezenie patentowe

Uklad elektryczny tranzystorowego rezonansowe-
go wzmacniacza selektywnego, zawierajgcego co
najmniej jeden stopien rezonansowy z obwodem
rezonansowym LC w obwodzie kolektora tego sto-
pnia, znamienny tym, ze kolektor tranzystora (T;)
pracujgcego w stocpniu rezonansowym (1) jest po-
laczony z wejSciem nastepnego stopnia wzmacnia-
cza (2) za poSrednictwem ukladu sprzegajacego (3),
zlozonego z wtérnika emiterowego zbudowanego na
tranzystorze (T3) oraz réwnolegilego obwodu (RC),
przy czym baza tranzystora (Tg) wtérnika emite-
rowego jest polaczona z kolektorem tranzystora (T;)
rezonansowego stcpnia (1) poprzez réwnolegty
ukiad (RC), za§ emiter tranzystora (T3) wtérnika
emiterowego jest polgczony z niskoomowym wej-
Sciem nastepnego stopnia wzmacniacza (2).

W.D. Kart. C/671/711, A4, 240
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